EB 4
EB 4 Duodiode

mit getrennten Kathoden

Die Duodiode EB 4 besitzt zwel nebeneinander aufgestellte getrennte
Kathoden, dic jede fiir sich von einer Anode umringt sind. Die beiden
Diodensystcme sind durch eine Abschirmung voneinander getrennt.
Dic Abschirmung ist an einen besonderen Kontakt des Rohrensockels
angeschlossen und kann deswegen bequem auf Nullpotential gebracht
werden. Sie verhiitet jede Riickwirkung durch Streuelektronen wvon

einem System auf das andere. T roora
Die Trennung der Kathoden bringt wverschiedene Vortelle mit sich.
Im allgemeinen kann man sagen, dafl dadurch ein Freiheitsgrad mehr Abb. 1

in die Schaltung eingefiihrt wird, der hier und da sehr willkommen ist. AP™e®*ungen in mm

Eine weitgehende Herabsetzung der Kapazitit zwischen den Dioden-
anoden verhiitet die schadliche Kapazitiit zwischen den angeschlossenen df d2
Kreisen. Die beiden Diodensysteme sind einander vollkommen gleich- P
wertig, und es ist deswegen gleichgiiltig, welches System als Detektor
benutzt wird.

HEIZDATEN
Heizung: indirekt, durch Gleich- oder Wechselstrom; Serien- oder 445 ¢ 1 k2
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GRENZDATEN

Hichstzulassiger Scheitelwert der Signalspannung an

Diode d, . . . . - . ¢ ¢« . v v ¢ o i i i e e e
Hochstzuldssiger Scheitelwert der Signalspannung an Vg, = max. 200V

Dhode d, . . . . . « . o o o o o . L0 0., Vi = max. 200V
anhstzulasmger ‘Gleichstrom durch Diode di. « . . Ia, = max. 0,8 mA
Haochstzuldssiger Gleichstrom durch Diode d ..... Iy = max. 0,8 mA
Hochstwert des Widerstandes zwischen -Kathndﬁ k, und

Heizfaden. . . . . . . . .« « v o ¢ 0 0 v v .. Ry = max. 1 MQ
Hichstwert des. Widerstandes zwischen Kathude k, und

Heizfaden. . . . . . . . .« o . o 0 0oL Rf, = max. 1 M)
Hochstwert der Spannung zwischen Kathode k&, und

Hdizfaden (Gleichsp. oder Effektivwert der Wech-

selsp.) . . . . oL L oL L e e e Vi, = max, 100 V
Hochstwert der Spannung zwischen Kathode %k, und

.Heizfaden (Gleichsp. oder Effektivwert der Wech-

selp) L L . s e e e e e e e e e e e e e e e Vite = max. 100 V
Hochstwert der Spannung zwischen den beiden Kathoden

(Gleichsp. oder Scheitelwert der Wechselsp. bzw.

GLelchsp + Scheitelwert der Wechselsp.) . . . . . Viiks = max. 125 V

Vay (Igy = + 0,3 uA) ¢ _

Emsatzpunkt des Diodenstromes . . ; Vi (I3 — + 0.3 uA) s = max. —1,3 ¥
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